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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ.
СХЕМЫ ЗАДЕРЖКИ

Система параметров

Integrated circuits. Delay circuits. Parameters system

Дата введения —  2024— 03— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые 

интегральные микросхемы схем задержек (далее — микросхемы).
Стандарт устанавливает состав параметров и типовых характеристик микросхем, подлежащих 

включению в технические условия (ТУ) или стандарты на микросхемы при их разработке или пересмотре.
Стандарт следует применять для выбора параметров при разработке технических заданий на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, программ испытаний опытных образцов.
Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями, организациями и другими 

субъектами научной и хозяйственной деятельности независимо от форм собственности и подчинения, 
а также федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, участвующими в 
разработке, производстве, эксплуатации микросхем в соответствии с действующим законодательством.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ Р 57441 Микросхемы интегральные. Термины, определения и буквенные обозначения 

электрических параметров

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети интернет или по ежегодному информационному указателю 
«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то 
положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 57441, а также следующие термины с со­

ответствующими определениями:
3.1 напряжение смещения: Постоянное напряжение, поданное на вывод интегральной 

микросхемы в заданном режиме.

Издание официальное
1



ГОСТ Р 71071—2023

3.2 напряжение смещения подложки: Постоянное напряжение, поданное на вывод подложки 
интегральной микросхемы в заданном режиме.

3.3 напряжение смещения сдвигового регистра: Постоянное напряжение, поданное на 
управляющую фазу сдвигового регистра интегральной микросхемы в заданном режиме.

3.4 входное напряжение смещения: Постоянное напряжение, поданное на вход микросхемы в 
заданном режиме.

3.5 входное опорное напряжение смещения: Постоянное напряжение, поданное на опорный 
вход интегральной микросхемы в заданном режиме.

3.6 входное опорное напряжение: Напряжение на опорном входе интегральной микросхемы в 
заданном режиме.

3.7 максимальное входное напряжение: Двойное амплитудное значение максимального 
синусоидального напряжения на входе интегральной микросхемы при заданном значении коэффициента 
гармоник на ее выходе.

3.8 выходное напряжение смещения: Постоянное напряжение на выходе интегральной 
микросхемы при отсутствии на ее входе входного напряжения.

3.9 напряжение тактовых импульсов: Импульсное напряжение, поданное на управляющую 
фазу сдвигового регистра интегральной микросхемы в заданном режиме.

3.10 напряжение смещения развязки: Постоянное напряжение, поданное на элементы развязки 
активной и пассивной областей интегральной микросхемы.

3.11 напряжение стробирующих импульсов: Импульсное напряжение, поданное на
стробирующий вход интегральной микросхемы в заданном режиме.

3.12 напряжение импульсов выборки — хранения: Импульсное напряжение, поданное на 
вывод выборки — хранения интегральной микросхемы в заданном режиме.

3.13 верхний уровень напряжения тактовых импульсов: Напряжение тактовых импульсов на 
их вершине.

3.14 верхний уровень напряжения стробирующих импульсов: Напряжение стробирующих 
импульсов на их вершине.

3.15 верхний уровень напряжения импульсов выборки — хранения: Напряжение импульсов 
выборки — хранения на их вершине.

3.16 нижний уровень напряжения тактовых импульсов: Напряжение тактовых импульсов на 
их основании.

3.17 нижний уровень напряжения стробирующих импульсов: Напряжение стробирующих 
импульсов на их основании.

3.18 нижний уровень напряжения импульсов выборки — хранения: Напряжение импульсов 
выборки — хранения на их основании.

3.19 напряжение геометрического шума, приведенное ко входу: Отношение напряжения 
(от пика к пику) геометрического шума на выходе интегральной микросхемы при заданных условиях к 
коэффициенту усиления напряжения.

3.20 ток подложки: Ток, протекающий в цепи подложки интегральной микросхемы в заданном 
режиме.

3.21 частота стробирующих импульсов: Частота следования стробирующих импульсов в 
заданном режиме.

3.22 частота импульсов выборки — хранения: Частота следования импульсов выборки — 
хранения в заданном режиме.

3.23 максимальная частота следования импульсов тактовых сигналов: Наибольшее 
значение частоты следования тактовых импульсов, при котором заданные параметры интегральной 
микросхемы соответствуют установленным нормам.

3.24 минимальная частота следования импульсов тактовых сигналов: Наименьшее значение 
частоты следования тактовых импульсов, при котором заданные параметры интегральной микросхемы 
соответствуют установленным нормам.

3.25 максимальное время задержки: Время задержки при минимальной частоте тактовых 
импульсов.

3.26 минимальное время задержки: Время задержки при максимальной частоте тактовых 
импульсов.
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4 Система параметров
4.1 Состав параметров микросхем и способы задания норм на них приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование
параметра

Буквенное обозначение 
параметра

Параметры, 
подлежащие 

обязательному 
включению в ТУ

Способ
задания
нормы

Пункт
примечания

таблицырусское международное

1 Параметры микросхем

1.1 Максимальное входное напряжение ^вх max ^1 max + ОП —

1.2 Приведенное ко входу напряжение 
шумов Ци.вх “ in + ОП —

1.3 Приведенное ко входу напряжение 
геометрического шума ^ииг.вх U SN о ОП 3

1.4 Выходное напряжение ^вых "о — ОП, Р —

1.5 Выходное напряжение смещения ^вых.см и ов + HP, Р —

1.6 Ток потребления VlOT 1сс — ОП, Р —

1.7 Ток подложки In 1SB — ОП —

1.8 Потребляемая мощность РПОТ pss — ОП —

1.9 Максимальная потребляемая 
мощность

р' пот max P SS max — ОП —

1.10 Рассеиваемая мощность Ррас Ptot — ОП —

1.11 Верхняя граничная частота полосы 
пропускания fs fH + ОП —

1.12 Нижняя граничная частота полосы 
пропускания fL — ОП —

1.13 Полоса пропускания A/np BW — р —

1.14 Максимальная частота следования 
импульсов тактовых сигналов т̂ max 1C max + ОП 4

1.15 Минимальная частота следования 
импульсов тактовых сигналов т̂ min min + ОП 4

1.16 Время задержки з̂д Id + р 5

1.17 Максимальное время задержки з̂д max Id max — ОП —

1.18 Минимальное время задержки з̂д min Id min — ОП —

1.19 Число элементов задержки Мзд N d + н 4

1.20 Число входов "в х N ,
+ н —

1.21 Число выходов ^вых N o + н —

1.22 Коэффициент усиления 
напряжения V Au + HP, Р —

1.23 Коэффициент гармоник К г K h — ОП —

1.24 Коэффициент неравномерности 
амплитудно-частотной характеристики ^нр. АЧ a f m — ОП —

3
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Продолжение таблицы 1

Наименование
параметра

Буквенное обозначение 
параметра

Параметры, 
подлежащие 

обязательному 
включению в ТУ

Способ
задания
нормы

Пункт
примечания

таблицырусское международное

1.25 Динамический диапазон 
по напряжению Д идин

<

— ОП —

1.26 Входное сопротивление RBX *1 — ОП, Р —

1.27 Выходное сопротивление гэ
Г Л В Ы Х * О — ОП, Р —

1.28 Входная емкость Свх с, — ОП —

1.29 Емкость цепи тактового 
управления Ст Сс — ОП —

2 Параметры режима эксплуатации и измерений

2.1 Напряжение питания ип оо + HP, Н, Р —

2.2 Входное напряжение "вх — ОП, Р —

2.3 Напряжение смещения Ц * ив — HP, Р —

2.4 Напряжение смещения подложки ^см.п UBS — HP, Р —

2.5 Напряжение смещения сдвигового 
регистра ^см.рг

е> — HP, Р —

2.6 Напряжение смещения развязки ^см.рз U BD — р —

2.7 Входное напряжение смещения ^вх.см U IB + HP, Р —

2.8 Входное опорное напряжение ^вх.оп U IR — HP, Р —

2.9 Входное опорное напряжение 
смещения ^вх.см.оп U IBR — HP, Р —

2.10 Напряжение тактовых импульсов Uc — р —

2.11 Напряжение стробирующих 
импульсов

Clh:о° U IC — р —

2.12 Напряжение импульсов выборки — 
хранения ^выб uoc — р —

2.13 Верхний уровень напряжения 
тактовых импульсов ^тв U CH — HP —

2.14 Нижний уровень напряжения 
тактовых импульсов ^тн U CL — Р, HP —

2.15 Верхний уровень напряжения 
стробирующих импульсов Цггр.в UICH — HP —

2.16 Нижний уровень напряжения 
стробирующих импульсов Цггр.н UICL — Р, HP —

2.17 Верхний уровень напряжения 
импульсов выборки — хранения ^выб.в U OCH — HP —

2.18 Нижний уровень напряжения 
импульсов выборки — хранения ^выб.н U OCL — Р, HP —

2.19 Частота следования импульсов 
тактовых сигналов 'т fC + HP, P 4

2.20 Частота стробирующих импульсов ^стр f IC — HP, P —

4
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Окончание таблицы 1

Наименование
параметра

Буквенное обозначение 
параметра

Параметры, 
подлежащие 

обязательному 
включению в ТУ

Способ
задания
нормы

Пункт
примечания

таблицырусское международное

2.21 Частота импульсов выборки — 
хранения ^выб fOC — HP, Р —

2.22 Частота входного сигнала в̂х f, + HP, Р —

2.23 Время хранения информации х̂р fSG о — 3

2.24 Длительность тактовых импульсов «г fWC — — —

2.25 Длительность стробирующих 
импульсов с̂тр *W!C — Р —

2.26 Длительность импульсов 
выборки — хранения ^выб fWOC — Р —

2.27 Период следования тактовых 
импульсов ТТ TC — Р —

2.28 Время нарастания выходного 
сигнала ^нар.вых — Р —

2.29 Время спада выходного сигнала ^сп.вых tf — Р —

2.30 Сопротивление нагрузки + ОП —

2.31 Емкость нагрузки Сн Cl — ОП —

П р и м е ч а н и я
1 В графе «Параметры, подлежащие обязательному включению в ТУ» обозначены:
- знаком «+» — параметры, подлежащие обязательному включению в ТУ на микросхемы категорий каче­

ства ВП, ОС, ОСМ и ОТК;
- буквой «о» — параметры, подлежащие обязательному включению в ТУ на микросхемы категорий каче­

ства ВП, ОС и ОСМ.
2 Для указания способа задания норм на параметры применены следующие обозначения:
- Н — номинальное значение параметра;
- HP — номинальное значение параметра с двухсторонним допускаемым отклонением (разбросом);
- ОП — односторонний предел значения параметра без указания номинального значения;
- Р — двухсторонние границы значения параметра (разброс) без указания номинального значения.
3 Параметры, подлежащие обязательному включению в ТУ только на микросхемы, предназначенные для 

работы в стартстопном режиме.
4 Параметры, подлежащие обязательному включению в ТУ только для микросхем на основе приборов с 

переносом заряда (ППЗ) по согласованию с заказчиком и основным потребителем микросхем.
5 Кроме микросхем на основе ППЗ.
6 Необходимость включения в ТУ на конкретные типы микросхем параметров, не отмеченных как обяза­

тельные, определяется разработчиком совместно с заказчиком и основным потребителем микросхем.
7 При необходимости установленный разработчиком совместно с заказчиком микросхем перечень пара­

метров для конкретных типом микросхем может быть дополнен.

5
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4.2 Состав основных параметров микросхем приведен в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2

Наименование параметра Примечание

1 Максимальное входное напряжение —

2 Приведенное ко входу напряжение шумов —

3 Приведенное ко входу напряжение геометрического Для микросхем, предназначенных для работы
шума в стартстопном режиме

4 Верхняя граничная частота полосы пропускания —

5 Максимальная частота следования тактовых 
сигналов

Для микросхем на основе ППЗ

6 Минимальная частота следования тактовых 
сигналов

Для микросхем на основе ППЗ

7 Время хранения информации Для микросхем, предназначенных для работы 
в стартстопном режиме

8 Время задержки Кроме микросхем на основе ППЗ

9 Коэффициент усиления напряжения —

10 Число элементов задержки Для микросхем на основе ППЗ

11 Число входов —

12 Число выходов —

4.3 Состав типовых характеристик приведен в таблице 3.

Т а б л и ц а  3

Наименование типовой характеристики Обозначение
характеристики

Характеристики, 
подлежащие 

обязательному 
включению в ТУ

Пункт
примечания

таблицы

1 Передаточная характеристика по напряжению ^вых.см -  ^(^вх.см) + —

2 Зависимость коэффициента гармоник от входного 
напряжения к г =  п и вх) + —

3 Зависимость максимального входного напряжения 
от тактовой частоты ^вх max -  ^ V t ) + 3

4 Зависимость максимального входного напряжения 
от напряжения питания ^вх max -  f ( U n) + —

5 Зависимость максимального входного напряжения 
от напряжения смещения подложки Цзх max ”  ^(^см.п) — —

6 Зависимость коэффициента усиления напряжения 
от напряжения питания К у и  = п и п) + —

7 Зависимость приведенного ко входу напряжения 
геометрического шума от времени хранения Циг.вх -  ^ х р ) о 2

8 Зависимость коэффициента усиления напряжения 
от температуры

II + —

9 Зависимость максимального входного напряжения 
от температуры ^вх max ' > + —

10 Зависимость тока потребления от температуры ГЗ О н II Г"о + —
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Окончание таблицы 3

Наименование типовой характеристики Обозначение
характеристики

Характеристики, 
подлежащие 

обязательному 
включению в ТУ

Пункт
примечания

таблицы

11 Зависимость приведенного ко входу напряжения 
геометрического шума от температуры

оЧ—IIXш3гэ о 2

12 Зависимость приведенного ко входу напряжения 
шумов от температуры ЕС го X II -ь о + —

П р и м е ч а н и я
1 В графе «Характеристики, подлежащие обязательному включению в ТУ» обозначены:
- знаком «+» — параметры, подлежащие обязательному включению в ТУ на микросхемы категорий 

качества ВП, ОС, ОСМ и ОТК;
- буквой «о» — параметры, подлежащие обязательному включению в ТУ на микросхемы категорий 

качества ВП, ОС и ОСМ.
2 Характеристики, подлежащие обязательному включению в ТУ только на микросхемы, предназначенные 

для работы в старт-стопном режиме.
3 Характеристики, подлежащие обязательному включению в ТУ только для микросхем на основе ППЗ.
4 Необходимость включения в ТУ на конкретные типы микросхем характеристик, не отмеченных как 

обязательные, определяется разработчиком совместно с заказчиком и основным потребителем микросхем.
5 При необходимости, установленной разработчиком совместно с заказчиком микросхем, перечень 

характеристик для конкретных типов может быть дополнен.

4.4 Параметры-критерии годности микросхем при различных видах испытаний приведены в 
таблице 4.

4.5 В технически обоснованных случаях по согласованию с заказчиком состав параметров и 
типовых характеристик микросхем, регламентированный настоящим стандартом, при составлении 
конкретных документов на микросхемы допускается расширять или сокращать.
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